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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Нискоразмерни структури на основата на теснозонни полупроводници
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА
СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: магистър, програма Нанооптоелектроника и информационни технологии
КРЕДИТИ (ECTS): 3.5
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	І
	2
	30

	Семинарни упражнения



	І
	1
	15

	Практически упражнения
	
	
	

	Общо часа:
	
	3
	45

	Форма на контрол:
	Текуща оценка
	
	


А. АНОТАЦИЯ
Целта на курса е да се запознаят студентите със съвременното ниво на технология и изследване на нискоразмерни структури от теснозонни полупроводници, една много интензивно развиваща се област. Нискоразмерните структури от теснозонните полупроводници от групите А4В6, А3В5 и А2В6 и твърдите им разтвори имат важно значение  за оптоелектрониката в инфрачервената област. Особен интерес за бъдещи приложения представляват квантовите точки, които са самоорганизиращи се структури.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции ( или упражнения)
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Състояние на изследванията по израствание и характеризиране на нискоразмерни структури от съединенията А3В5
	6

	2
	Състояние на изследванията по израствание и характеризиране на нискоразмерни структури от съединенията А4В6
	6

	3
	Състояние на изследванията по израствание и характеризиране на нискоразмерни структури от съединенията А2В6
	4

	4 
	Състояние на изследванията по израствание и характеризиране на метални наноструктури
	2

	5
	Приложения и перспективи за използване на нискоразмерни структури от теснозонни полупроводници за приемници на светлина
	4

	6
	Приложения и перспективи за използване на нискоразмерни структури от теснозонни полупроводници за излъчватели
	4

	7
	Приложения и перспективи за използване на нискоразмерни структури от теснозонни полупроводници  в биомедицинските изследвания
	2

	8
	Приложения и перспективи за използване на метални наноструктури в оптоелектрониката и биомедицинските изследвания
	2

	
	ОБЩО
	30

	
	СЕМИНАР
	

	1
	Квантови ями в съединенията А3В5
	3

	2
	Свръхрешетки в теснозонните съединения А4В6
	3

	3
	Квантово-размерен ефект в полуметали (Bi) и полупроводници (SnTe)
	3

	4
	Абсорбционна граница и краева луминесценция в квантови точки от теснозонни съединения А4В6
	3

	5
	Фотопроводимост в нискоразмерни структури
	3

	
	ОБЩО
	15


В. Формата на контрол е: Текуща оценка

Преподавателят дава тема за реферативна работа по време на семестъра, като посочва основна литература и консултира студента. Рефератът се защитава чрез изнасяне пред цялата група. Крайната оценка се формира от начина на подготвяне и изнасяне на реферата и от оценката за усвояване на материала от семинарните упражнения.
 (Описва се подробно по какъв начин, кога и от кого ще се осъществява контрол върху знанията и
уменията на студентите, какви домашни, проекти, задачи трябва да подготвят и представят те, как
ще се формира крайната оценка, критерии за оценяване.)
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